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Vista imprimible de: Guiones

‘ Imprimir H Guardar en archivo ‘

Archivo: Manejo del instrumental del laboratorio

Manejo del instrumental del laboratorio. Medidas basicas.
Obijetivos:

- Adquirir familiaridad y aprender a utilizar correctamente el instrumental del laboratorio: fuente de alimentacién,
multimetro, generador de sefial y osciloscopio.

- Aprender los métodos de medida con cada aparato.
-Realizacion:

MEDIDA DE TENSION CONTINUA

1. Poner la fuente de alimentaciona 3 V.
2. Medir la tensién de la fuente utilizando el multimetro.

- Verificar que la punta de prueba roja del multimetro esta conectada al terminal de entrada VW y la punta de
prueba negra al terminal COM.

- Seleccionar la posicion V' y DC en el multimetro.
- Realizar la medida.
3. Medir la tension de la fuente utilizando el osciloscopio.
- Conectar la sonda del canal 1 del osciloscopio a la fuente de alimentacion.

- Mover el selector de voltios por division (VOLTS/DIV) hasta que aparezca la tension en la pantalla (por
ejemplo en 1 V/div).

- Medir la tensién contando divisiones verticales y multiplicando por el nimero de voltios por division
seleccionado.

MEDIDA DE RESISTENCIA

El codigo de colores estandar de las resistencias es el siguiente:

Color Digito Multiplicador Tolerancia
Negro 0 1

Marroén 1 10 1%
Rojo 2 100 2%
Naranja 3 1.000

Amarillo 4 10.000

Verde 5 100.000

Azul 6 1.000.000

Violeta 7 10.000.000

Gris 8 100.000.000

Blanco 9 10.000.000.000

Oro 0,1 5%
Plata 0,01 10%
Sin color 20%
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Normalmente las resistencias tienen 4 bandas: la primera representa las decenas, la segunda las unidades, la tercera el
factor de multiplicaciony la cuarta la tolerancia.

Por ejemplo, una resistencia con un cédigo de colores marrén-negro-naranja-oro indica una resistencia de valor nominal
10 KW y 5% de tolerancia (marrén-negro: 10; naranja: x 1000; oro: tolerancia 5%), es decir el valor medido de la
resistencia podré estar entre 9500 W'y 10500 W.

Las resistencias disipan potencia y por ello se calientan. jSi se supera mucho la potencia maxima la
resistencia puede incluso arder!. La potencia maxima se reconoce por el tamafio. Lo habitual es 0,25
W.

1. Insertar una resistencia de valor 10 kW en el ladrillo.
2. Seleccionar la posicion W en el multimetro. Medir el valor real de la resistencia.

3. Calcular la diferencia, en %, entre el valor real de la resistencia y el valor nominal de 10 kW indicado por
su cédigo de colores.

INTENSIDAD Y LEY DE OHM

1.  Montar el circuito de la figura 1 con la fuente de tensién a 10 V y utilizando la misma resistencia anteriormente
medida (valor nominal 10 kW).

2. Medir la intensidad que circula por la resistencia (figura 2).

o
i=—
3. Verificar que se cumple la ley de Ohm, R,
+
+
1 E— 10kQ
v 10 k2 oV
A
Figura 1 Figura 2

Es posible realizar una préactica virtual de la Ley de Ohm que ayuda al manejo real de los aparatos del laboratorio
entrando en el sitio que se indica a continuacién

. Préactica Virtual de la Ley de Ohm

MEDIDA DE SENALES QUE VARIAN CON EL TIEMPO

1. Seleccionar en el generador de funciones una sefial senoidal de frecuencia 10 kHz 'y 6 Vpp.

2. Observar la sefial del generador con el osciloscopio. Se incluye un enlace a un video sobre el funcionamiento del
osciloscopio que ayuda a la utilizacién del mismo

. Video del osciloscopio (142 MB)
3. Medir la tension pico a pico contando las divisiones verticales y multiplicando por los voltios por divisidn.

4.  Medir el periodo de la sefial contando el nimero de divisiones horizontales en un periodo y multiplicando por el
tiempo por divisién.
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1
Jrecuencia = -
5. Calcular la frecuencia de la sefal, periado

Es posible realizar una practica virtual del comportamiento en frecuencia de los circuitos electronicos que ayuda al
manejo real de los aparatos del laboratorio entrando en el sitio que se indica a continuacion

. Practica Virtual de un Filtro de Primer Orden

Archivo: Amplificadores Operacionales
Practica 1: APLICACIONES LINEALES DE LOS AMPLIFICADORES OPERACIONALES

Objetivos:
El objetivo es familiarizarse con el empleo del amplificador operacional realizando algunos circuitos

lineales sencillos.

Conceptos basicos y bibliografia:
Los conceptos basicos que se aplican en este ejercicio seran los que se explican en el tema 1.

Material:

-Z0calo de conexiones
-Amplificador operacional LM741C
-Resistencias

-Potenciometro de 10 kW.

Instrumentacion a emplear:
-Fuente de continua

-Multimetro
-Generador de funciones
-Osciloscopio

Desarrollo de la practica:
Utilizando el amplificador operacional LM741C, cuyo diagrama de conexiones se muestra en la

figura 1, se debe disefiar y montar un amplificador inversor que cumpla:

Vout = - Vin
DualkIn-Line or 5.0. Package
GFFSET MULL—{ 1 St Bl—ne
IHVERTING BT — & T
HON=KVERTING =] 2 E |=CUTPUT
BPUT
Lt I 5 |=0FFSET MULL

Figura 1. Diagrama de conexiones del amplificador operacional LM741.

El amplificador operacional se alimenta con una tension de +15 V (utilizando s6lo una fuente de
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tensién). Para ello, se toman dos resistencias iguales conectadas en serie a cuyos extremos se conecta
una tension de 30 V. Si situamos la tierra virtual del circuito en el punto medio de ambas resistencias,
conseguiremos los +15 V a uno y otro extremo, respectivamente, tal y como indica la figura 2.

V=30V
S ERY +15V
Figura 2. Fuente de doble polaridad.

Montar el circuito disefiado para que cumpla las especificaciones:

R{
A
R, 2
AT VAN .
V m L‘
k) 3 T
- + Vaw

E)

Figura 3. Amplificador inversor.

Ajustar a cero la tension de "offset"”, como se muestra en la figura 4.

Potenciometro
10kQ2

Figura 4. Ajuste del "offset" del amplificador operacional LM741.

Una vez realizado el ajuste, se deja el potenciometro conectado.
Las especificaciones del circuito se comprueban utilizando una sefial sinusoidal, manteniendo la
alimentacion del operacional en continua, variando Unicamente la sefial de entrada.

Cuestiones y resultados:

1.- Medir la tensién de "offset" antes de corregirla.

2.- Medir las especificaciones del circuito utilizando una sefial sinusoidal. Comprobar que se
verifican las especificaciones y dibujar las formas de onda observadas en el osciloscopio.
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Archivo: Circuitos con Diodos

Préctica 2: EL DIODO SEMICONDUCTOR

Objetivos:
Comenzamos a trabajar con diodos, comprobando su curva caracteristica 1-V. Ademas realizamos

algun caso simple de utilizacion del diodo en circuitos practicos, con el fin de aplicar los conceptos
mas importantes del funcionamiento del diodo.

Conceptos basicos y bibliografia:
En primer lugar, se observa la figura que representa la equivalencia entre los distintos simbolos de un
diodo (a, ¢) y el dibujo de un diodo real (b).

L1
Figura 1

Los conceptos basicos, que se necesitan para la realizacion de esta practica, son los que
corresponden al conocimiento de las caracteristicas de los elementos de un circuito (resistencias,
condensadores, fuentes de tension), asi como las leyes de Kirchoff y demas fundamentos de la teoria
de circuitos. Ademas, sera necesario el estudio de los diodos semiconductores y de los circuitos
construidos con ellos.

Material:

- Z6calo de conexiones

- Resistencias
- Diodos 1N4007
- Condensador de 100 nF

Instrumentacion a emplear:
- Fuente de continua
- Multimetro

- Generador de funciones
- Osciloscopio

Realizacion de la préactica:

1. Emplear el circuito de las figuras 2a y 2b para obtener la curva caracteristica I-V de un diodo,
tanto en su zona de conduccién directa como inversa. Utilizar el valor de la resistencia en el circuito,
R =150 W.
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2. Realizar un circuito limitador, tal y como muestra la figura 3, de modo que una tensién sinusoidal
de 20 V pp y de frecuencia 1 kHz, quede cortada a 5 V en la tension positiva y a -7 V en la negativa.

TAVAYs o
DIZK D, Sl: + g,:fg ;}5,1 kHz, sinusoidal
() .
1—— Va2 —— i
T T %

Figura 3. Limitador.

Este circuito puede realizarse empleando pilas o bateria, sin embargo, cuando se emplean las fuentes
de continua del laboratorio, éstas no admiten que se fuerce el paso de intensidad a traves de ellas,
como ocurre aqui cuando vs(t) < V1 0 vs(t) >Vo.

El modo mas comun de resolver este problema es emplear diodos Zener, en un circuito como el que
se indica en la figura 4.

AN v A
(D e e

v s
—_ Dgl z1 Vo Do p—
V op1 | + _ VDDQ—l— 4

Figura 4. Limitador con diodos Zener.

Un modo mas economico de resolver este problema emplea una Unica fuente de continua, que
suministra las tensiones V1 y V2, de polaridad directa e inversa, por medio una fuente cuyos
terminales no estan conectados a tierra, es decir es una fuente flotante (figura 5).

Voo g
Rl + R2

v
Vi =-IpcRj=-—LE—R;

R1+R2 V2=+IDcR2=+ 2

Figura 5: Fuente de doble polaridad

Esta fuente se puede emplear en la realizacion de un circuito limitador con diodos siempre que

6 von 16 10/6/2008 1:23 PM


http://webct6.unican.es/webct/urw/lc242113201001.tp242113221001/s...

Guiones http://webct6.unican.es/webct/urw/1c242113201001.tp242113221001/s...

cumpla ciertas condiciones de disefio, que analizamos a continuacion.
Suponemos la tension de entrada vs(t)>V2 en el circuito limitador de diodos, que se convierte en el
siguiente circuito (figura 6)

% C@ VI)| 3 - K G\D Va
g 2 %ef RyR,

Ry | R, _ VppR

:
L T atiiw

Figura 6: Circuito limitador con fuente de doble polaridad positiva

Solamente si Req es despreciable frente a R, lo que sucede si R1, R2<<R, estamos ante una fuente
adecuada para el funcionamiento del circuito como limitador de tension.

A la misma situacion se llega para vs(t)< V1 donde aparece un circuito equivalente como el de la
figura 7 y unas condiciones de funcionamiento similares a las anteriores, que de nuevo obligan a
considerar R1, Ro<<R.

R,;~Ry/R,

L v - VooRy
I = R1+R2

Figura 7: Circuito limitador con fuente de doble polaridad negativa

AUn mas, dado que en la practica no se dispone de diodos ideales, habra que tener en cuenta la
fuente equivalente de tension que existe en el modelo de los diodos, que consideraremos que es Vg =
0,7 V e incluir las mismas en el calculo necesario para determinar los valores de V1 y V2.

Con las consideraciones expresadas anteriormente, hay que calcular el valor de las resistencias R1 y
R2 que necesitamos para obtener los valores de las tensiones V1 y V2. El valor de la fuente de
continua Vpp sera la suma de las tensiones anteriores V1 y V2, al tener polaridades opuestas.

R
AN o
Koy
1 2 +
Ve AU ) + o
v,

Vop v,

+ | F Ry |

<

Figura 8. Montaje del circuito con el divisor de tension incluido.

3. Realizar un circuito fijador de nivel polarizado negativamente, siguiendo la figura 9, tal que
cumpla que el nivel mayor alcanzado por la sefial de salida sea de -4 V.
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V, =20V, 1 kHz sinusoidal
R=1MGQ
¥ C”\D R Yo C=100nF

[ v

Figura 9. Fijador de nivel.

Al igual que en el apartado anterior, consideremos que la caida de tension en el diodo es de Vg = 0,7
V, siendo, por tanto, inmediato, el calculo de la tension V tal que permita obtener a la salida una Vo =
-4 V.

Cuestiones y resultados:

1. Dibujar la curva caracteristica I-V en papel milimetrado, expresando la tension en el eje de las X
y la intensidad en el eje de las Y, a partir de las medidas obtenidas en el circuito 1, incluyendo la
tabla de medidas en la que se ha basado la construccion de dicha curva.

2. Obtener, al menos cinco puntos de la zona de conduccion directa del diodo.

3. Obtener al menos, tres puntos de la zona de conduccion inversa del diodo.

4. Comprobar que los resultados obtenidos en los circuitos 2 y 3 cumplen con las especificaciones
establecidas para los mismos y dibujar, aproximadamente, las formas de oda observadas en el
osciloscopio.

Archivo: Amplificadores con Transistores nMOS

Practica n°3

AMPLIFICADOR MONOETAPA CON UN TRANSISTOR MOSFET

Objetivos:
En esta practica realizamos un amplificador con componentes discretos, empleando un transistor

nMOS como elemento activo.
Se ha elegido una configuracion de amplificador nMOS en fuente comun, que el alumno habra de
disefiar de modo que cumpla las especificaciones que se indican, obteniendo el valor de las
resistencias correspondientes.

Conceptos basicos y bibliografia:

Para la realizacion de esta practica es necesario el conocimiento previo de las caracteristicas de un
transistor MOS, asi como sus modelos en pequefia sefial y los amplificadores con transistores MOS.
Lo anterior viene explicado en los temas 5 y 6 llamados “Dispositivos MOS” y “Amplificadores con
transistores MOS”.

Material:

- Zocalo de conexiones

- Dos condensadores de 0,1 mF

- Resistencias

- Un circuito integrado CD4007, cuyo diagrama de conexiones es el siguiente:
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Figura 1. Diagrama de conexiones del circuito integrado CD4007.
Instrumentacion a emplear:
- Fuente de continua

- Polimetro
- Generador de funciones

- Osciloscopio

Desarrollo de la préactica:

Especificaciones:

|Av| > | para unos valores de Zin > W, Zout £ W.

Utilizar fuentes de continua con Vqd = V.

A continuacion se enumeran los pasos necesarios para la realizacion de este ejercicio:

1. Utilizando las caracteristicas del transistor nMOS que se adjuntan, buscar un punto de trabajo u
operacion en continua trazando primero la recta de carga sobre las curvas del transistor.

2. Para este punto de trabajo, calcular los parametros de pequefia sefial de alterna gm y ro de forma
grafica, con:

d D ";VBS'

'ro
Vs d

Vpp=cte y Dy =te

Em ~

3. Calcular las resistencias del circuito para que trabaje en el punto de trabajo en continua escogido
y cumpla las especificaciones de alterna indicadas.

4. Montar este circuito en el laboratorio (los nimeros rodeados por un circulo indican los pines del
circuito integrado a utilizar) y comprobar que el punto de trabajo escogido coincide con el que se
mide en el circuito.

5. Utilizando una fuente de entrada sinusoidal de amplitud minima y frecuencia de 10 KHz, medir la
ganancia en tensién del circuito y comprobar que coincide con la calculada tedricamente.
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Figura 2. Amplificador monoetapa en fuente comun.

Cuestiones y resultados:

1. Comprobar que el punto de trabajo de continua obtenido en el disefio del amplificador coincide
con el que se mide en el laboratorio, citando los valores de las distintas intensidades y tensiones
medidas y calculadas.

2. ¢Cuales son los valores de gm Y ro obtenidos teéricamente?

3. Comprobar que la ganancia en tension medida en el circuito coincide con la calculada
tedricamente, indicar el margen de discrepancia.

4. Simular el amplificador en SPICE y comparar con los resultados teoricos y experimentales.

Archivo: Amplificadores con Transistores BJT
Préctica 4: AMPLIFICADOR MONOETAPA CON UN TRANSISTOR BIPOLAR

Objetivos:
Realizar un sencillo montaje empleando transistores BJT. Estos dispositivos, aunque no sean muy

empleados en la practica para la construccion de circuitos comerciales, si poseen un indiscutible
valor didactico. Este es el motivo por el que se incluye este tipo de ejercicio, que, ademas, plantea el
problema de la polarizacion de un transistor.

Se ha escogido una configuracion del amplificador en emisor comun con resistencia en emisor para
disefiarlo de modo que cumpla las especificaciones que se indican, obteniendo el valor de las
resistencias correspondientes.

Comprobar en el laboratorio que el disefio cumple las citadas especificaciones.

Conceptos basicos y bibliografia:
Para la correcta realizacion de esta practica serd necesario el conocimiento previo de las

caracteristicas de un transistor BJT, asi como de sus modelos en pequefia sefial y los amplificadores
con BJTs.

Material:

- Zocalo de conexiones

- Un transistor NPN MPS2222A 6 BC639 (segun el caso)
- Dos condensadores de 0,47 mF y uno de 470 mF

- Resistencias

Instrumentacién a emplear:
- Fuente de continua
- Polimetro
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- Generador de funciones

- Osciloscopio
- Trazador de curvas (opcional)

Encapsulado y terminales de los transistores:
Vista del encapsulado y correspondencia de terminales de los transistores MPS2222A y BC639.

MPS2222 BCE3S
MPS2222A* BC637
_ BC639
W pioos Pratirwd Devas
] COLLECTOR » COLLECTOR
7 ! 2
1 /" : J :
} BASE ) BAZE
CASE H-04. ETYLEY CASE P3-04 STYLE 14
TO-02 [TO-Z20AN) i T2 (TO=TTRAA) 1
EMTTER EMITIER

Introduccion:
Modelo hibrido de pequefia sefial de un transistor BJT

1. Modelado de un componente de dos puertos

| | Sistema
I I{‘ Lineal 91/_'0

Figura 1. Sistema lineal.

Un sistema de dos puertos, como el mostrado en la figura 1, se puede describir por medio de un
modelo equivalente hibrido. Donde las cuatro variables (intensidad de entrada y salida y tension de
entrada y salida) se relacionan por medio del siguiente conjunto de ecuaciones:

Vi =hyd; + gV @
fo = kzlfi + h:szo (2)

Los parametros que relacionan las cuatro variables son llamados parametros h, por la palabra
"hibrido". Se eligié este término debido a que la mezcla de variables (V e 1) en cada ecuacion
ocasiona un conjunto "hibrido" de unidades de medida para los pardametros h. Se puede entender
mejor lo que representan los diferentes pardmetros h y como puede determinarse su magnitud,
despejando cada uno de este sistema de ecuaciones.

Si de forma arbitraria se hace Vo =0 (haciendo un cortocircuito entre los terminales de salida) al

despejar 1 en la primera ecuacion se obtiene,

V; :
by, = ohmios
i lyg-n
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Esta relacion indica que el parametro hi1 es un parametro de impedancia con las unidades de ohmios.
Debido a que se trata del cociente de la tension de entrada entre la intensidad de entrada, estando la
salida en cortocircuito, a este parametro se le denomina impedancia de entrada en cortocircuito. El
subindice 11 en hi1 indica que se calcula mediante el cociente de magnitudes medidas en los
terminales de entrada.

Analogamente se obtienen los demas parametros h:

By, = ?’ sin _unidad
@150 Ganancia de tension inversa en circuito abierto
by =2 sin_unidad
? g0 Ganancia de corriente directa en cortocircuito
! .
By = FO siemens
@lz-0 Admitancia de salida en circuito abierto
II' ]’ i IO
n /v + L +

i o Gz Sne 7

o

Figura 2. Modelo hibrido del sistema lineal de la figura 1.

Substituyendo las unidades de los parametros h en las ecuaciones (1) y (2) se obtiene el circuito
equivalente en "ac" completo para el dispositivo lineal basico de tres terminales. Este se muestra en
la figura 2, junto con un nuevo subindice para los parametros h. La notacion de la figura 2 es de una
naturaleza mas practica porque relaciona los parametros h con el cociente de magnitudes del cual se
obtuvo. La eleccion de literales es obvia a partir del siguiente listado:

h11 ® Resistencia de entrada (input) ® hj

h12 ® Relacion de voltaje de transferencia inversa ("'reverse™) ® hy
h21 ® Relacion de corriente de transferencia directa ("forward") ® hg
h22 ® Conductancia de salida ("output™) ® hg

2. Configuracion del transistor en emisor comun

El circuito de la figura 2 se puede aplicar a cualquier dispositivo o sistema electronico lineal de tres
terminales sin fuentes independientes internas, como es un transistor. Al ser el modelo del transistor
un sistema de tres terminales y dos puertos, existen varios conjuntos de parametros dependiendo de
la configuracion de polarizacion que se utilice, y por tanto de los terminales que se consideren como
entrada y salida. Para distinguirlas se utiliza un segundo literal en el parametro: b para la
configuracion de base comdn, e para la de emisor comun y ¢ para la de colector comuin.
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Figura 3. Configuracién de emisor comun; a) Simbolo grafico; b) Circuito equivalente hibrido.

En esta practica se trabajara con la configuracion de emisor comdn. La red hibrida equivalente con la
notacion estandar para la configuracion de emisor comdn se muestra en la figura 3. Obsérvese que |;
= I, lo = Ic y por medio de una aplicacion de la ley de Kirchoff, Ig = Ig + Ic. La tension de entrada
sera ahora Vg Y la de salida VcE.

3. Determinacion gréafica de los parametros h

Mediante la utilizacion de derivadas parciales, se puede calcular la magnitud de los parametros h para
el circuito equivalente de pequefia sefial del transistor alrededor de un punto de trabajo, Q, definido.
Para la configuracion de emisor comin se obtienen mediante las siguientes expresiones:

oL Ay Alply e ohms
n, = =aV33’='ﬁV”|

Wy W AlVg Zs= (sin unidad)
By = . = ¢ = &fc|

al, Bl Al

Yee=¢ (Sin unidad)

CF l1g=cte siemens

En cada caso el simbolo A se refiere a un pequefio cambio en la cantidad alrededor del punto de
trabajo estable. Los parametros hje y hre se determinan a partir de las caracteristicas de entrada o de
base, mientras que los parametros hfe y hoe Se obtienen desde la salida o las caracteristicas de
colector.

El primer paso para encontrar cualquiera de los cuatro parametros hibridos consiste en identificar el
punto de trabajo estable del transistor donde se van a calcular, Q.

- Para el calculo del parametro hge, nos fijaremos en las curvas caracteristicas de salida que
representan la Ic (eje Y) en funcion de la Vce (eje X) del transistor para valores fijos de la Ig. La
condicion Vce = cte requiere que los cambios en la intensidad de base y en la intensidad de colector
se hagan a lo largo de una linea recta vertical que atraviesa el punto de trabajo. Después, es necesario
medir y dividir un pequefio cambio de la intensidad de colector entre el cambio correspondiente de la
corriente de base.

- Para el célculo de hge se traza una recta tangente a la curva de Ig en el punto de trabajo para
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establecer una linea de Ig = cte, como requiere su definicion. El valor de hee viene dado por el valor
de la pendiente de esta recta.

Para determinar los parametros hje y hre, primero se debe encontrar el punto de trabajo sobre la
curva caracteristica de entrada.

- Para hje, se dibuja una linea tangente a la curva en Vce = Vce(Q), luego se selecciona un pequefio
cambio de la tension Vgg y se mide el cambio correspondiente en Iy, finalmente se sustituyen ambos
valores en la expresion que define hje.

- Por ultimo, para encontrar el pardmetro hre se dibuja una linea horizontal a traves del punto de
trabajo, la cual marcara la region de Ig = cte. Despues, hay que elegir un cambio en Vcg y encontrar
el cambio correspondiente en VBE.

Desarrollo de la préctica:

Especificaciones: |Av| > , Zin > W, Zout £ W. Utilizar una fuente
de continua de Vcc = V.

A continuacion se enumeran los pasos necesarios para la realizacion de este ejercicio:

1. Obtener las expresiones de Ay, Zin Y Zout del amplificador en funcién de los parametros de
pequefia sefial del transistor y de los valores de las resistencias de polarizacion.
2. Utilizando las caracteristicas del transistor gue se adjuntan, buscar un punto de

trabajo u operacion en continua trazando primero la recta de carga sobre las curvas del transistor.

3. Para este punto de trabajo, calcular los parametros de pequefia sefial de alterna hse, hie, hoe, hre.

4. Los resultados anteriores pueden comprobarse en el trazador de curvas, ya que, en numerosas
ocasiones, los datos proporcionados por el fabricante en las hojas de caracteristicas del dispositivo
no coinciden con los reales, dificultando la correcta polarizacion.

5. Calcular las resistencias del circuito para que trabaje en el punto de trabajo en continua escogido
y cumpla las especificaciones de alterna indicadas.

6. Montar este circuito en el laboratorio y comprobar que el punto de trabajo escogido coincide con
el medido en el circuito.

7. Utilizando una fuente de entrada sinusoidal de amplitud minima y frecuencia de 10 kHz, medir la
ganancia en tension del circuito y comprobar que coincide con la calculada teéricamente.

i&
%M 0 ‘fl?-““p Tout
047uF I °

Vino—||— €
J_470;4F
“ Il

Figura 4. Amplificador monoetapa en emisor comun con resistencia en emisor.

A Vee

8. Montar los siguientes circuitos para la medida practica de Ziny Zout.
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Figura 5. Circuito para la medida de Zin.

Para R tomamos el valor de la impedancia de entrada calculado teéricamente, manteniendo el resto

de las resistencias del circuito de la primera parte. Se mide Vin y V' y se calcula Zjn de la siguiente
expresion:

P

047TuF v
I

%RI

047uF

!
%Rﬁ
)

Q

Vino

-}}4—\4%((—.
o

l
J_
e fu]™

Figura 6. Circuito para la medida de Zout.

En este caso, una vez conocido el valor de Vout medido en el circuito de la figura 1, se monta el

circuito de la figura 6, escogiendo para R el valor de la impedancia de salida calculado tedricamente.
Medimos V'y calculamos Zoyt Segun la siguiente expresion:

v,
Z,a =R( V“’ - 1j

Cuestiones y resultados:
1. Comprobar que el punto de trabajo de continua obtenido en el disefio del amplificador coincide

con el que se mide en el laboratorio, citando los valores de las distintas intensidades y tensiones
medidas y calculadas.

2. ¢Cudles son los valores de hfe, hie, hoe Y hre Obtenidos tedricamente?
3. Comprobar que la ganancia en tension medida en el circuito coincide con la calculada
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tedricamente, indicar el margen de discrepancia. Dibujar las formas de onda experimentales.
4. Comprobar si los valores de impedancia de entrada y de salida tedricos coinciden con los medidos
sobre el circuito.

‘ Imprimir H Guardar en archivo

16 von 16 10/6/2008 1:23 PM


http://webct6.unican.es/webct/urw/lc242113201001.tp242113221001/s...

